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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體記憶裝置，其具備：
第 1基板，其具有第 1面、位於上述第 1面相反側之第 2面、及設置於上述第 2面之絕
緣層；

塑模樹脂，其於自上述第 1基板之厚度方向觀察之情形時，覆蓋上述第 1面；及
記憶體晶片，其配置於上述第 1面與上述塑模樹脂之間；且
上述絕緣層具有：開口，其使上述第 2面之一部分即表面露出；
上述第 1基板包含：於上述開口中，設置於上述表面並露出於外部之端子；
上述端子具有：本體部，其設置於上述表面；第 1非平面部，其具有複數個凹陷與複數
個突出部中之至少一者，且第 1凹部與第 1凸部交替排列；
上述第 1非平面部相對於上述本體部而位於上述表面之相反側。

2.　如請求項 1之半導體記憶裝置，其中
上述半導體記憶裝置可裝卸自如地安裝於主機機器之第 2基板上設置之插座型連接器。

3.　如請求項 2之半導體記憶裝置，其中
上述半導體記憶裝置可在上述連接器所具有之接觸引腳與上述端子相接之狀態下裝卸自

如地安裝於上述連接器。

4.　如請求項 3之半導體記憶裝置，其中
上述接觸引腳具有：彎曲部，其設置於該接觸引腳之末端部，朝向與上述端子相反側彎

曲；且

上述端子具有：第 1區域，其於自上述第 1基板之厚度方向觀察之情形時，至少一部分
與上述彎曲部重疊；及第 2區域，其偏離上述第 1區域；
上述第 1非平面部至少設置於上述第 2區域。

5.　如請求項 4之半導體記憶裝置，其中
上述第 1區域具有與上述第 1非平面部相比平坦之平面部。

6.　如請求項 5之半導體記憶裝置，其中
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於將上述接觸引腳之延伸方向設為第 1方向，將與上述第 1方向交叉之方向設為第 2方
向之情形時，

上述平面部之上述第 2方向上之寬度大於上述第 1凸部之上述第 2方向上之寬度。
7.　如請求項 6之半導體記憶裝置，其中
上述平面部之上述第 2方向上之寬度大於上述接觸引腳之上述彎曲部之上述第 2方向上
之寬度。

8.　如請求項 4之半導體記憶裝置，其中
於將上述接觸引腳之延伸方向設為第 1方向，將與上述第 1方向交叉之方向設為第 2方
向之情形時，

上述第 1區域具有：第 2非平面部，其具有複數個凹陷與複數個突出部中之至少一者，
且第 2凹部與第 2凸部交替排列，且
於自上述第 1基板之厚度方向觀察之情形時，上述第 2凸部之上述第 2方向上之寬度大
於上述第 2凸部之上述第 1方向上之寬度。

9.　如請求項 8之半導體記憶裝置，其中
上述第 2凸部之上述第 2方向上之寬度大於上述第 1凸部之上述第 2方向上之寬度。

10.   如請求項 8或 9之半導體記憶裝置，其中
上述第 2凸部之上述第 2方向上之寬度大於上述接觸引腳之上述彎曲部之上述第 2方向
上之寬度。

11.   如請求項 8或 9之半導體記憶裝置，其中
至少 1個上述第 2凸部之上述第 1方向上之邊緣具有相對於上述第 1面傾斜之傾斜部。

12.   如請求項 4之半導體記憶裝置，其中
於將上述接觸引腳之延伸方向設為第 1方向，將與上述第 1方向交叉之方向設為第 2方
向之情形時，

上述第 1非平面部設置於上述第 1區域及上述第 2區域，且
設置於上述第 1區域之至少 1個上述第 1凸部之上述第 1方向上之邊緣具有相對於上述
第 1面傾斜之傾斜部。

13.   如請求項 4之半導體記憶裝置，其中
於將上述接觸引腳之延伸方向設為第 1方向，將與上述第 1方向交叉之方向設為第 2方
向之情形時，

上述第 1區域具有：第 2非平面部，其具有複數個凹陷與複數個突出部中之至少一者，
且第 2凹部與第 2凸部交替排列，且
上述第 2凸部之上述第 1方向上之寬度大於上述第 2凸部之上述第 2方向上之寬度。

14.   如請求項 13之半導體記憶裝置，其中
上述第 2凸部之上述第 1方向上之寬度為上述端子之上述第 1方向上之寬度之一半以上。

15.   如請求項 13或 14之半導體記憶裝置，其中
上述第 2凸部之上述第 1方向上之中心相對於上述端子之上述第 1方向上之中心，位於
向上述第 1方向之一側偏移之位置。

16.   如請求項 4之半導體記憶裝置，其中
上述第 1區域具有：承托部，其與上述接觸引腳之上述彎曲部相接；且
上述承托部具有：曲面部，其向與上述彎曲部之彎曲方向相同之方向彎曲。

17.   如請求項 1或 2之半導體記憶裝置，其中
上述第 1基板具有：表層部，該表層部形成上述第 2面，且包含含有上述端子之導電圖
案、與覆蓋上述導電圖案之一部分之絕緣層；且

(2)

- 7032 -



上述表層部於偏離上述端子之區域具有：第 3非平面部，其具有複數個凹陷與複數個突
出部中之至少一者，且第 3凹部與第 3凸部交替排列。

18.   如請求項 1或 2之半導體記憶裝置，其中
上述絕緣層係阻焊劑層。

圖式簡單說明

圖 1(a)～(c)係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之圖。
圖 2係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之剖視圖。
圖 3係沿圖 1中所示之半導體記憶裝置之 F3-F3線之剖視圖。
圖 4係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之端子之立體圖。
圖 5A係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 5B係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 5C係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 6係顯示第 1實施形態之主機機器之基板之俯視圖。
圖 7係顯示安裝第 1實施形態之半導體記憶裝置時之第 1狀態之立體圖。
圖 8係顯示安裝第 1實施形態之半導體記憶裝置時之第 2狀態之立體圖。
圖 9係顯示安裝第 1實施形態之半導體記憶裝置時之第 3狀態之立體圖。
圖 10(a)～(e)係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之製造方法之剖視圖。
圖 11(f)～(j)係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之製造方法之剖視圖。
圖 12(k)～(l)係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之製造方法之剖視圖。
圖 13A係顯示第 1實施形態之第 1變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 13B係顯示第 1實施形態之第 1變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 14A係顯示第 1實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 14B係顯示第 1實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 15A係顯示第 1實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 15B係顯示第 1實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 16A係顯示第 1實施形態之第 3變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 16B係顯示第 1實施形態之第 3變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 17係顯示第 2實施形態之半導體記憶裝置之端子之立體圖。
圖 18A係顯示第 2實施形態之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 18B係顯示第 2實施形態之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 18C係顯示第 2實施形態之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 19A係顯示第 2實施形態之第 1變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 19B係顯示第 2實施形態之第 1變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 20A係顯示第 2實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 20B係顯示第 2實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 21A係顯示第 2實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 21B係顯示第 2實施形態之第 2變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 22A係顯示第 2實施形態之第 3變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 22B係顯示第 2實施形態之第 3變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 23A係顯示第 2實施形態之第 4變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 23B係顯示第 2實施形態之第 4變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 24係顯示第 2實施形態之第 5變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 25係顯示第 2實施形態之第 6變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 26係顯示第 2實施形態之第 7變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
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圖 27A係顯示第 2實施形態之第 8變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 27B係顯示第 2實施形態之第 8變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 28A係顯示第 2實施形態之第 9變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 28B係顯示第 2實施形態之第 9變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 29A係顯示第 2實施形態之第 10變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 29B係顯示第 2實施形態之第 10變化例之半導體記憶裝置之端子之圖。
圖 30(a)～(c)係顯示第 3實施形態之半導體記憶裝置之圖。
圖 31A係顯示第 3實施形態之半導體記憶裝置之圖。
圖 31B係顯示第 3實施形態之半導體記憶裝置之圖。
圖 32A係顯示第 4實施形態之半導體記憶裝置之圖。
圖 32B係顯示第 4實施形態之半導體記憶裝置之圖。
圖 33A係顯示第 1實施形態至第 4實施形態之變化例之半導體記憶裝置之圖。
圖 33B係顯示第 1實施形態至第 4實施形態之變化例之半導體記憶裝置之圖。
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